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１．概要（Summary） 

強誘電性材料は、圧焦電性材料、メモリー材料、セン 

サーなどへの応用が期待され、機能性材料として注目さ 

れている。これまでに強誘電性を示す合成高分子がいく 

つか報告されているが、ポリフッ化ビニリデンやシアン化ビ 

ニリデンの交互共重合体など、特殊な高分子に限られて 

いた。近年我々は、アクリルアミド系ポリマー・共重合体が、 

シリコン基板上で側鎖機能基の相分離により 10 nm 以

下 の微細なラメラ構造を形成することを見出した。このラ

メラ 構造が形成される際、水素結合性アミド基が規則的

に配 向すると、双極子モーメントが揃い、配向分極する

可能性 がある。もし、このような汎用のアクリルアミド系高

分子を用 いて強誘電性を発現できれば、その分子設計

と相分離構 造の制御により、強誘電性の制御が可能な

材料を創出で きると予想され、大変興味深い。 そこで本

研究では、規則的な集合構造を形成するアク リルアミド

系ポリマー・共重合体が強誘電特性を示す可能 性につ

いて検証を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・強誘電体特性評価システム 

・高周波伝送特性測定装置 

【実験方法】 

（１）サンプル作製： 6 インチシリコン基板に Pt/Ti 成

膜を し、このシリコン基板を約 2 cm x 2 cm にカットした。

こ のカットした基板上にアクリルアミド系共重合体をスピ 

ンコートし、その上に再度 Pt/Ti 成膜をして、測定サン プ

ルを作製した。 （２）強誘電性の評価：上記サンプルを強

誘電体特性評価 システムにセットし、電圧を印加してヒス

テリシス測定 を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回の測定では、水酸基と結晶性オクタデシル基を側 

鎖にもつアクリルアミド/アクリレートランダム共重合体を用 

いて薄膜を作製した。このポリマーは、シリコン基板上に 

水平に配向したラメラ構造（ドメイン間隔：＜5nm）を形成 

することがわかっている。このポリマー薄膜からなるサンプ 

ルに電圧を印加して、ヒステリシス測定を行った。印加電 

圧（5V – 100V）やサンプルの温度（室温 – 70℃）の影響

について調べた。 

室温で電圧を 5V から 100V まで変化させて測定し

たと ころ、40V 以上の時、非常に小さいながらもヒステリ

シスが 観測された。さらに、サンプルの温度を変えて測定

したとこ ろ、興味深いことに、オクタデシル基の融解温度

以上に温 度を上げると、ヒステリシスが観測されなくなり、

一方、融点 以下に下げると、ヒステリシスが観測されること

がわかった。 これより、オクタデシル基の結晶化による相

分離構造がヒ ステリシスの観測に寄与していることが示唆

される。 今回用いたポリマーでは、ヒステリシスが非常に

小さく、 強誘電性が発現とは言い難いが、汎用のアクリル

アミド系 共重合体を用いて微弱ながらもヒステリシスが観

測され、 強誘電性を示す可能性を見出した点は非常に

興味深い。 これらの結果を元に、今後は様々なポリマー

を用いて検討 し、強誘電性の発現に適した分子設計指

針の確立を目指 す予定である。 
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